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» Corteparav; <Vr=ip=0= v, =Vpp

> Vi > VT
primero saturacion y después corte

Limite UVps = V; — VT

SATURACION: f:\*«@/m RO UNIV U:;
kW AN =%

LINEAL:

vps = Vpp _ET[
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» Vog = Vpp — Vo

> vOL - 1,17V
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» En aplicaciones dinamicas ip (t) = Ip + i4(t)
» Polarizado en saturacién para aplicaciones de aplicacién

Yo )
Q—><—g, in—><€=0 in

cutoft | saturation | triode region
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kr‘ W 5 ¥eg = VGSU =+ AVGS
Ip = ——(vaes—V7)"(14+Avps) | vbDs = Vpso+Avps
2 1.
vsB = VsBo +Avsp

o Realizando un desarrollo en serie de Taylor hasta primer orden:

0] di 0i
D Rt O Rt L

Alp =1ip —Ipg = Avpg | *

Ivas dvVDs JvsRp

@ De esta forma se pueden definir los parametros de pequena senal:

gp = —=
I's

{ dip

1 [ dip
ang aVDS

:| VDS,VBS :| VGS,VBS :| VGS./VDS
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MODELO EN SATURACION A BAJAS FREC.
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Imb = X9m
Ty = IDQ
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» Se deben incluir efectos capacitivos debidos a las uniones y al éxido de
puerta.

» EID/S con el sustrato forman dos uniones P-N en inversa
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